
紫外発光素子に向けた p層側光吸収低減の検討 

Investigation of reduction of light absorption at p-side toward UV emitting devices 
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窒化物半導体を用いた紫外発光素子では、正孔濃度が低く、注入効率が低い。さらに、p型 GaN

による紫外光吸収により外部量子効率はさらに低くなる。これに対して、組成傾斜 AlGaNによる

正孔生成の検討が行われており、高正孔濃度が得られている。さらに、この組成傾斜法はバンド

ギャップエネルギーが変化する中で高正孔濃度が得られるため、紫外光に対して透明かつ良好な

導電性を有する層を形成することが可能である。紫外透過性と導電性に関する報告はいくつかあ

るものの[1]、高透過率かつオーミック接触を有する層の形成は困難である。本研究室では、すで

に分極ドーピングによる正孔の生成を確認している。今回はその光学的特性の検討を行った。 

図 1に示すように、AlGaNテンプレート上に p型 GaNおよびMgドープ graded-AlGaNを 100nm

成長させた。この構造は以前にシートキャリア濃度がそれぞれ 6x10
12

cm
-2 および 3x10

13
cm

-2 であ

ることを示している[2]。透過率を図 2に示す。P 型 GaN（100nm）では紫外領域における透過率は

10%程度となっている。一方で、graded-AlGaNでは、紫外領域の吸収量が減少しており、UVB領

域では 40~50%の透過率を示している。つまり、組成傾斜構造は高正孔濃度かつ紫外透明性を両立

した p 型層の形成が可能であることが示された。よって、組成傾斜構造は正孔濃度の改善のみな

らず、光取り出し効率の改善にも期待できると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 サンプル構造              図 2 透過率の波長依存性 

【謝辞】本研究の一部は、文部科学省・私立大学戦略的研究基盤形成事業、文部科学省・私立大学研究ブラン

ディング事業、科研費・基盤 A（15H02019）、科研費・基盤 B（26286045）、科研費新学術（16H06416）、およ

び JST CREST((No. 16815710)の援助により実施した。 

引用文献：[1] N. Maeda et al., Phys. Status Solidi C 10, No.11, 1521 (2013). [2] 安田俊輝、第 77回秋

季応用物理学会学術講演会、16a-A21-2 

240 260 280 300 320 340 360 380
0

20

40

60

80

100

 

 

tr
a

n
sm

it
ta

n
ce

 [
%

]

Wavelength [nm]

p-GaN

p-graded-AlGaN

AlGaNテンプレート

p-Graded-AlxGa1-xN
(x:0.7-0,100nm)

u-Al0.7Ga0.3N(100nm)

サファイア基板

AlGaNテンプレート

p-GaN(100nm)

サファイア基板

第64回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2017 パシフィコ横浜)15a-503-9 

© 2017年 応用物理学会 13-106 15.4

 


